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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Розробка експериментального зразка плівкового елементу захисту електронної техніки від імпульсів
електромагнітного випромінювання

Назва роботи англійською:
Development of an experimental sample of a film element for the protection of electronic equipment against
pulses of electromagnetic radiation

Реферат українською:
Визначені характеристики електромагнітних імпульсів НВЧ та оптичного діапазону та умови їх застосування
для дослідження процесів швидкого перемикання у експериментальних зразках на основі телуриду кадмію.
Встановлено, що функціональне ураження підсилювачів у приймальному тракті засобів радіозв'язку БПЛА та
електроніки відбувається при впливі НВЧ-імпульсів потужністю до 1 ГВт, тривалістю 0,5-4,5 нс та частотою
слідування імпульсів 1-100 Гц або НВЧ-імпульсів частотою 2-3 ГГц з максимумом в області 1-2 ГГц з
тривалістю 200-270 пс. Розроблено конструктивне рішення елементу захисту електронної апаратури
планарної архітектури, який може бути інтегрований у мікросхеми електронної апаратури. Розроблено та
практично реалізовано технологічні засади виготовлення зразків - прототипів елементів захисту планарної
архітектури на основі системи (Al2O3)/Mo/ CdTe та виготовлено серії модельних зразків-прототипів.
Практично реалізовано метод оптичної фотолітографії для виготовлення зразків-прототипів елементів
захисту згідно конструктивного рішення із характерними розмірами до 7,5 мкм. Проведено тестові
випробування виготовлених зразків, та підтверджено можливість застосування запропонованої структури у
якості елементів захисту електронної апаратури. Встановлено, що час спрацювання тестових зразків
становить близько 2,5 нс. Час спаду напруги після спрацювання елементу становить близько 4 нс. Величина
залишкової напруги на досліджуваних зразках в середньому становить близько 65 В. Експериментально
встановлена практична ефективність пропонованого конструктивного рішення - елементу захисту
радіоелектронної апаратури – здатність структури (Al2O3)/Mo/CdTe до багаторазового перемикання між
станами з низьким і високим рівнем електропровідності під впливом імпульсів високої напруги.

Реферат англійською:
The characteristics of electromagnetic pulses of the microwave and optical range and the conditions of their
application for the study of fast-switching processes in experimental samples based on cadmium telluride have
been determined. It has been established that the functional damage of amplifiers in the receiving path of UAV
radio communications and electronics occurs when exposed to microwave pulses with a power of up to 1 GW, a
duration of 0.5-4.5 ns, and a pulse repetition frequency of 1-100 Hz or microwave pulses with a frequency of 2-3
GHz with a maximum in the region of 1-2 GHz and a duration of 200-270 ps. A design solution for a planar
architecture electronic equipment protection element has been developed, which can be integrated into
electronic equipment microcircuits. The technological principles for manufacturing prototype samples of planar
architecture protection elements based on the (Al2O3)/Mo/CdTe system have been developed and practically
implemented. A series of model prototype samples have been manufactured. The optical photolithography method
has been practically implemented for manufacturing prototype samples of protection elements according to the
design solution with characteristic dimensions up to 7.5 microns. Tests of the manufactured samples have been
carried out, and the possibility of using the proposed structure as protection elements of electronic equipment has
been confirmed. It has been established that the response time of the test samples is about 2.5 ns. The voltage
drop time after the element has been triggered is about 4 ns. The residual voltage on the studied samples is, on
average, about 65 V. The practical effectiveness of the proposed design solution - a protection element for radio-
electronic equipment - the ability of the (Al2O3)/Mo/CdTe structure to repeatedly switch between states with



low and high levels of electrical conductivity under the influence of high voltage pulses has been experimentally
established.
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Експериментальний зразок елементу захисту електронної техніки від
руйнівних імпульсів електромагнітного випромінювання на основі функціональних плівкових шарів
телуриду кадмію

Назва НТП англійською: Еxperimental sample of an electronic equipment protection element against
destructive pulses of electromagnetic radiation based on functional film layers of cadmium telluride

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Вироби технічні

Галузь застосування: Нові речовини і матеріали, електроніка

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Конструктивне рішення експериментального зразка елементу захисту електронної техніки від
імпульсів ЕМВ на основі плівкових шарів телуриду кадмію та на базі комплексних фізичних та математичних
моделей процесів перемикання між станами з низькою та високою електропровідністю в плівках телуриду
кадмію з урахуванням багатьох фізичних та технічних параметрів зокрема товщини плівки, її вихідного
структурного стану, потужності імпульсу, який викликає перемикання.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів,
технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту

Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП
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